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【研究背景】Cu(In,Ga)Se2(CIGS)太陽電池の変換

効率向上の制限要因の一つして、CIGS/CdS 界

面におけるキャリア再結合が挙げられる。本研

究グループでは低 Cu 組成の材料の一つである

Cu(In,Ga)3Se5を CIGS/CdS 界面に導入すること

で、(i)CIGS と Cu(In,Ga)3Se5の価電子帯頂上の

不連続 VE の形成による正孔の追い返し効果、

(ii)CdS バッファ層の溶液成長中の Cd（ドナー）

拡散によるフェルミ準位シフトの効果により、

界面再結合の抑制が可能であることを理論解

析 に よ り 見 出 し た 。 本 研 究 で は 特 に

Cu(In,Ga)3Se5層を導入することによる Cd 拡散

の効果に着目し、検証を行ったので報告する。 

【実験方法】評価に用いた CIGS 太陽電池は、

Al/B:ZnO/i-ZnO/CdS/Cu(In,Ga)3Se5/CIGS/Mo/SL

G 構造を有する。最初にMo付き SLG 基板上に

3 段階法により CIGS を作製した後、続けて

Cu(In,Ga)3Se5を製膜した。アンモニア水により

表面酸化膜を除去後、Cd拡散による効果を検証

する為、0.0025 mol/L ,67 ˚C での CdSO4処理を 3

分間行った。 

【結果と考察】図 1に、CdSO4処理無しの場合

及び CdSO4処理を施した場合の CIGS太陽電池

の変換効率と Cu(In,Ga)3Se5 層膜厚の関係を示

す。図より CdSO4 処理無しの場合において、

Cu(In,Ga)3Se5層の膜厚増加に伴い変換効率の向

上が見られた。更に注目すべきは、CdSO4処理

を施すことにより、Cu(In,Ga)3Se5 層の膜厚 7.5 

nmにおいて変換効率が16.2%から16.9%、10 nm

においては 16.9%から 17.6%まで大幅に向上し

たことである。これは、Cu(In,Ga)3Se5が存在す

ることにより Cd の拡散が促進され、界面付近

におけるバンドベンディングが強化されたこ

とから、電子–正孔が分離し、界面再結合の抑

制に繋がったものと考える。当日は、CdSO4処

理の時間、および大気アニールが CIGS 太陽電

池性能に及ぼす影響について議論する。 
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Fig. 1.  Dependence of efficiency of CIGS solar 

cells with CdSO4 treatment (Red) and without 

(Blue) on thickness of Cu(In,Ga)3Se5 layer.  
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